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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件 代 替 GB/T29057—2012《用 区 熔 拉 晶 法 和 光 谱 分 析 法 评 价 多 晶 硅 棒 的 规 程》,与

GB/T29057—2012相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 删除了目的(见2012年版的第1章);

b) 更改了范围(见第1章,2012年版的第2章);

c) 将第3章“局限性”改为第5章“干扰因素”,并完善了干扰因素内容(见第5章,2012年版的

第3章);

d) 更改了方法提要(见第4章,2012年版的第6章);

e) 增加了籽晶的要求(见6.6);

f) 增加了取样方案的选择(见9.8);

g) 更改了试验数据处理(见第12章,2012年版的第13章);

h) 更改了精密度(见第13章,2012年版的第14章);

i) 删除了关键词(见2012年版的第15章);

j) 增加了试验报告(见第14章)。
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化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC203/SC2)共同提出并归口。
本文件起草单位:青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、有色金属技术经济研究院有

限责任公司、亚洲硅业(青海)股份有限公司、洛阳中硅高科技有限公司、四川永祥新能源有限公司、新疆

大全新能源股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、新疆新特新能材料检测中心有限公司、陕
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用区熔拉晶法和光谱分析法评价
多晶硅棒的规程

1 范围

本文件规定了多晶硅棒取样、将样品区熔拉制成单晶以及通过低温红外光谱法或光致发光光谱法

对拉制好的单晶硅棒进行分析以确定多晶硅中施主、受主、代位碳和间隙氧杂质含量等的规程。
本文件适用于评价硅芯上沉积生长的棒状多晶硅。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T620 化学试剂 氢氟酸

GB/T626 化学试剂 硝酸

GB/T1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T1551 硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法

GB/T1553 硅和锗体内少数载流子寿命的测定光电导衰减法

GB/T1554 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T1558 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T4842 氩

GB/T11446.1 电子级水

GB/T13389 掺硼掺磷掺砷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算规程

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T24574 硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族杂质的光致发光测试方法

GB/T24581 硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

GB/T25915.1 洁净室及相关受控环境 第1部分:按粒子浓度划分空气洁净度等级

GB/T35306 硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

3 术语和定义

GB/T14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
监控棒 controlrod
从多晶硅棒均匀沉积层上取得的已经确定其施主、受主、代位碳和间隙氧含量值的多晶硅圆柱体。
注:监控棒用以监测样芯制备、酸腐蚀槽和区熔工艺洁净度。
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